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はじめに
松下は「ふたまた電球の」の特許の権利が最初の起業の原点でした。
Intel社は、 MOS Transistor のS/D の自己整合型イオン打ち込み
技術の基本特許と3T1C型DRAM 特許を武器に成長しました。Sony
は米国ベル研から格安で創業者の井深さんが、当時はあまり価値が
評価されていないトランジスタの特許を取得しました。川名喜之さん
や加藤俊夫さんのアイデア工夫発明によりSONYは世界一の性能を
持つトランジスタを開発しその努力により商品化に成功しました。
SONYはその Bipolar Transistor 技術を基礎として CCDから
今は CMOS Image Sensor の Top Share  を誇る、また半導体
ビジネスで今や日本で最大の売り上げを誇示する企業になりました。

その裏に特許の存在があることはあまり一般には知られていません。
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特許は企業にとって死活問題です。特許を所持することで
ベンチャー起業家が育ちます。裏で水面下での特許知財で
弱肉強食の特許戦争が絶えません。水面下の特許戦争で
負けた企業は廃業に追いやられます。SONYのHADセンサー
の基本特許でも、Fairchild、KODAK やNECなどと水面下で
1990年から2006年まで特許戦争の攻防が極秘で展開して
いました。萩原の1975出願特許を武器にSONYは他社からの
特許侵害問題で長年の裁判で勝訴を勝ち取り、かつ他社とは
有利な条件で技術提携が実現して今日に至っています。

その基本となるのが 1975 年萩原の発明となる、Double 接合型の
Dynamic Photo Transistorの発明でした。短波長光の超感度特性
を持つ受光素子（人間の目の網膜細胞）の発明です。今、その超感度
性を生かした、Double 接合型の Dynamic Photo Transistor を
採用した太陽電池を今回（2020年8月１日）提案しました。
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Chip 1 Chip 2 Chip 3

See   JPA 2020-131313
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On the same SOI Chip
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